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Abstract (Aim, Use
Applications and
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半導体 DRAM 3DNANDの絶縁膜用途に、SiO2の膜質を比較している。昨年2022年
度、産総研ナノプロセッシング施設に設置のPEALD装置でのSiO2の膜質を評価した。
今年度は、PECVD装置にて、SiO2を成膜し、そのプロセスおよび、膜質を比較した。

実験
Experimental

原料にBDEASを用い、O2プラズマにてPEALDによるSiO2膜を成膜した。原料
にTEOSを用いて、O2をリアクタントに、PECVDによるSiO2膜を成膜した。これら
の膜質について、DHFによるWER(Wet Etch Rate)を比較し、FTIR、ストレス等も
評価した。

結果と考察
Results and Discussion

ALD-SiO2膜は、40nm膜厚のものを、PECVD-SiO2膜は1000nm膜厚のサンプルに
ついて評価した。Table 1に成膜条件および膜質について示す。RWER（WER 熱酸
化膜を1とした場合の比）は、ALD膜が9に対して、CVD膜は19と、エッチングさ
れやすい膜であることがわかった。ALD膜については2022年度に評価し、RWER
を5程度に改善することができた（高温化/高プラズマパワー化等）。Fig. 1に示
すCVD膜のFTIRは、OHのピークが大きくでており、OH、水の含有が多い。さらに、
ストレスを測定したところ、Fig. 2に示すように測定時期によって変化した。こ
のCVD膜は、吸湿性があり、経時変化している。今後、CVD膜に、低周波等のバイ
アスを印加することでイオン衝撃により、膜質が改善する評価を検討する。
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Table1 成膜条件と膜質
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Fig.1 PECVD-SiO2膜のFTIR
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Fig.2 PECVD-SiO2膜のストレス変化
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